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 我々は、ロール to ロール技術を適用したマイクロ波プ

ラズマ CVD 法によりグラフェンを短時間で大面積に低

温合成できる技術を開発し[1]、この技術を用いた産業応

用への展開を目指している。今後は、更なるグラフェン膜

の低抵抗化が求められているが、そのためには、グラフェ

ン膜のどの部分が抵抗に関与しているのかを探る必要が

ある。本研究では、新しいプラズマ処理技術を用いて合

成したグラフェンの微少領域での電気伝導特性評価を行

うため、電子線描画による微細なパターニングが可能かど

うか検証した。 

１．概要（Summary） 

 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

・スピンコータ ・電子ビーム描画装置 
・ホットプレート 
 
【実験方法】 
 SiO2/Si 基板（持ち込み試料）に対して、電子線描画用

レジストである ZEP520A-7 を基板上に塗布（スピンコー

ト）を行い、その後電子ビーム描画装置を用いてレジスト

にパターニングを形成した。パターニングをする大きさとし

ては、最小 1 µm 以下になるように設計した。なお、スピン

コートの条件は 3000rpm / 30 秒である。 
 

 金属顕微鏡観察から、レジストが綺麗にパターニン

グできていることが確認できた (Fig. 1)。今後は、走

査型電子顕微鏡を用いた微細構造観察を行うと同時

に、真空蒸着装置を用いて電極形成およびリフトオフ

を行うことで、グラフェンの微少領域での電気伝導特

性評価を行う予定である。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

Fig 1. Metal microscope image of patterning by 
electron beam lithography. 
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